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La presante invención se relaciona con perfeccionamientos en 

dircuitos integrados con efecto hall, del tipo de circuito integrado, en 

el cual el dispositivo con efecto halla y el circuito detector se pueden 

incorporar en un solo bloqueoito nonolitico. Un dispositivo de Efecto Hall 

es un bloque de material semiconductor que actúa como transductor para cor 

vertir densidad de flujo magnético en un potencial eléctrico. Cuando pasa 

una corriente desde un extremo del material semiconductor al otro, se for­

man pares de deficiencias electrónicas y elctrones en el interior del mate 

rial semiconductor. Un oampo magnético perpendicular al flujo de la coriáen 

te hará auo las deficiencias electrónicas y los electrones se separen pro 

duciendó un potencial de voltaje que se puede medir entre los lados opués 

tos del material semiconductor. Este voltaje es proporcional a la densidad 

del flujo del campe,magnético y a la magnitud de la corriente que fluye a 

través del dispositivo del Efecto Hall y se representa matemáticamente co­

mo:

Vg=t K1Ig]3, donde K1 = a constante del dispositivo; Ig = corriente 

Hall; y ̂  - densidad del flujo magnético.

Como el dispositivo de Efecto Hall se fabrica de material semi 

conductor, un voltaje contante alimentado a través del dispositivo produ­

cirá una corriente a través del dispositivo de Efecto Hall que varia inver 

sámente con la temperatura. Por consiguiente, se perjudica la precisión d 

del transductor de Efecto Hall.

En el pasado se ha intentado dar solución a este problema em- 

plenado un generador constante. No obstante, en esta forma de enfocar el 

problema surgen otros problemas. En primer lugar, e3 difícil de conseguir 

una Juente de corriente constante ideal con dispositivos de circuito inte 

grado porque contienen resistores monolíticos alineales. Otro problema es 

que existe una dependencia de la temperatura asooiada con la resistencia 

Hall del silicio epitaxial a peáar del empleo de la regulación de corrían 

te constante. Una exposición detallada de este fenómeno se pueden enoon-
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trar en el articulo titulado "Modular Hall Masterslice -Transduoer" de 

R.J. Braum que parece en "IBM Journal Research and Development, Julio 1975 

El presente invento adopta una forma diferente de enfocar el 

problema del dispositivo de efecto Hall en aplicaciones donde se ha de de­

tectar un voltaje umbral. No se necesitan fuentes de corrientes constantes, 

sino que un dispositivo sensor diferencial se acopla a los dispositivos de 

Efeoto Hall y muestra la corriente que fluye a través del dispositivo y e 

ajusta el voltaje umbral en el circuito sensor para compensar cualquier . 

cambio en la corriente de efecto Hall debido a variaciones de temperatura.) 

De este modo, al dispositivo de efeoto Hall y el circuito detector se.refe 

rancian juntos por lo que el voltaje producido por el dispositivo de Efec­

to Hall y el umbral del circuito comparador o Circuit'-' detector están ám- 

bos en función a la corriente que fluye a través del dispositivo de Efec­

to Hall.

En sistemas normales de encendido de automóviles un rotor mag 

nético desaproximado tendría una densidad de flujo inferior a 300 gaussios 

mientras que una densidad de campo magnétioo de 400 gaussios o mayor indi­

caría que el motor está en la posición apropiada para excitar la bujía. 

esta aplicación un dispositivo generador Hall y un comparador detector se 

ajustarla inicialmente de modo que el circuito comparador o circuito deten 

tor cambiaran de estados cuando el voltaje Hall es de 14 milivoltios reprt 

senta una densidad de flujo magnético de 350 gaussios. Por lo tanto, las 

variaciones en la temperatura o en el voltaje de suministro harían que 

cambiaran la corriente de efecto Hall y, por lo tanto, el voltaje generada 

por el dispositivo de Efecto Hall. Las variaciones de corriente Hall pro- 

lucirían también un cambio correspondiente en el lumbral del circuito com 

parador, por lo que el umbral conmutaría todavía a 350 gaussios independie^ 

tes de las variaciones reales de la corriente de Efeoto Hall.

. La figura 1, ilustra un esquema eléctrico del presente invent^ 

La figura 2 es una serie de curvas que ilustran el voltaje de
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Efecto Hall y el voltaje umbral del oomparador trazado'contra la corriente 

de Efecto Hall.

La figura 3 ilustra el presenta invento incorporado en un blo 

quecito semiconductor monolítico simple.

Refiriéndonos ahora a la figura 1 ilustra un aispositivo gene­

rador de Efecto Hall 1^ acoplado a un circuito sensor o comparador diferet 

cial 12. Un circuito reflector de corriente normal 14 que comprende un dij 

do semiconductor 16 en un tramo de un transistor NPN 18 en el otro tramo 

se acopla entre el generador Hall 10 y el circuito comparador o detector 

12. * '' .

El circuito detector 12 comprende un par de transistores conec 

tados de una forma diferencial 20 y 22 acoplados a la fuente de voltaje-de 

suministro por íá línea 24 y un resistor de carga R^, respectivamente. 

Un resistor R1 se conecta comúnmente entre los terminales de los emisoras 

de los transistores 20 y 22. El diodo 16 se acopla al generador Hall con 

la línea 26 y la linea 28 acopla el terminal colector del transistor 18 

al terminal emisor del transistor 20.

En la modalidad preferible, el trazado de la figura 2 ilustra 

que en densidades de flujo de menos de 3CC guassios el voltaje umbr-.l

del oircuito sensor 12 no será alcanzado por el voltaje Hall V^, mientras
./

que las densidades de flujo superiores a 400 guassios generar un voltaje
/

Hall Vg mayor que el voltaje umbral V^ .

^  La fugura 3 ilustra un cuerpo de mate ial semiconductor que

tiene un dispositivo de Efecto Hall 32 y un circuito integrado 34 formado 

en el cuerpo. En una ejecución real, el dispositivo de Efecto Hall 32 co­

rrespondería al dispositivo l0 de la figura 1 y el circuito integrado 34 

correspondería al resto de la circuitería.

El circuito reflector de corrien e 14 hace que el valor de la 

oorriente Ig que fluye en la linea 28 sea igual a la corriente de Efecto 

Hall Ig generada en la linea 26 conectada al dispositivo de Efecto Hall 1
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10. De este modo, pese a las variaciones de temperatura, la corriente en 

las lineas 26 y 28 permanecerá esencialmente igual.

En el punto umbral del comparador, fluyen corriente idéntica 

del coneotor y al emisor en ambos transductores diferenciales 2o y 22, v. 

g, Iy . De este modo, el voltaje a través del resistor R1 será igual a
T

IJR1 . Por consiguiente, la unión base-emisor el transistor 22 se polari- 

za de una forma más positiva que la unión base-emisor del transistor 20, 

creando de este modo un desplazamiento de voltaje o voltaje umbral.

* l/2 IgR1 * K 21^.

Según se ha expuesto anteriormente, el voltaje Hall Vg,existe 

a través de los terminales 36 y 33 está representado p o ^  Vg" Kll^^.

Por consiguiente, el punto en el oual el oirouito detector 12 genera una 

señal de salida Vg es prácticamente independiente de la corriente Hall Ig, 

puesto que K1 y K2 son constantes. Las variaciones de corriente inducidas 

-por la temperatura en el dispositivo Hall 10 no pueden excitar un disposi­

tivo sensor Hall a niveles de voltaje Hall erróneos puesto que el voltaje 

umbral del circuito sensor 12 sigue la pista a los cambios de corrientes 

Hall.

Descrita sufienoientemente la naturaleza del invento asi como 

la manera de realizarlo en la práctica debe hacerse constar que I.3.3 dispo-)- 

siciones anteriormente descritas son susceptibles de modificaciones en 

ouanto no altBren su prinoipio fundamental.



- 5 -

10

15

20

25

REIVINDICACIONES

1.- Perfeccionamientos en circuitos integrales de Efecto Hall 

caracterizados porque cada circuito comprende: un dispositivo semiconduc­

tor de Efecto Hall que responde a un flujo magnético para proporcionar una 

señal de salida de Efecto Hall que fluye a través del mismo sencible a las 

variaciones de temperatura; circuiteria detectora que tiene un voltaje um­

bral y una corriente de servicio acoplaaa al dispositivo de efecto Hall ua 

ra generar un voltaje umbral; y una circuiteria acoplada al dispositivo 

de Efecto Hall y a la circuiteria detectora para mantener la corriente--de

30

servicio a un valor que mantiene una relación predeterminada con la corri*& 

te de Efecto Hall durante las variaciones de temperatura para hacer qus'- 

la señal de salida de Efecto Hall siga la pista al voltaje umbral con el 

fin de generar una señal de salida de detección praóticamente independien 

te de las variaciones de temperatura.

2. - Perfeccionamientos según la reivindicación 1, caracteriza­

dos porque: La circuiteria acoplada al,dispositivo de Efecto Hall y a la 

circuiteria detectora funciona acoplada al dispositivo de Efecto Hall y 

responde a la corriente de efecto Hall para mantener la corriente de ser­

vicio a un valor que tiene una relación predeterminada con la corriente 

de Efecto Hall durante las variaciones de temperatura con el fin de hacer 

que la señal de salida de Efecto Hall siga la pista al voltaje amoral y 

generar yna señal de salida de detección cirtualmente independiente de la¡ 

variaciones de temperatura.

3. - Perfeccionamientos según la Bivindicación 2, caracteriza­

dos porque, la circuiteria detectora comprende un circuito amplificador 

diferencial que tiene un par de transistores acoplados de una forma dife­

rencial.

4. - Perfeccionamientos según la reivindicación 3? caracteriza­

dos porque, la circuiteria acopplada al dispositivo de Efecto Hall y a la 

circuiteria de detección comprende un circuito reflector de corriente par¡
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mantener la corriente de servicio a un valor que mantiene una relación prá 

determinada con la oorriente de Efecto Hall.

Perfeccionamientos en circuitos integrados de Efecto Hall 

todo ello tal y como queda descrito en la presente Memoria e ilustrado en 

los dibujos adjuntos.

La presente Memoria consta de 5 hojas escritas a m§uina por 

um, .61 . cara. ]<! FEB. t973
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